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CD51200规格书 

产品特征 
 输入电压：支持 2.5V 和 3.3V 电源轨

 VLDOIN 电压范围：1.1V 至 3.5V

 具有压降补偿功能的灌电流和拉电流终

端稳压器

 需要超小的输出电容20µF(通常为3×10µF

MLCC)，即可用于存储器终端应用(DDR)

 用于监视输出稳压的 PGOOD

 EN 输入

 REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器

灵活进行输入跟踪

 远程检测(VOSNS)

 ±10mA 缓冲基准(REFOUT)

 内置软启动，欠压保护和过流保护

 热关断

 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低

功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用

 封装形式：VSON10（3mm×3mm）

应用领域 
 用于DDR, DDR2, DDR3, DDR3L，低功耗

DDR3和DDR4的存储器终端稳压器

 笔记本、台式机和服务器

 电信和数据通信

 基站

 液晶电视和等离子电视

 复印机和打印机，机顶盒

功能描述 
CD51200是一款灌电流和拉电流双倍数据

速率（DDR）终端稳压器，专门针对低输入

电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而

设计。

CD51200可保持快速的瞬态响应，仅需 

20µF超低输出电容。CD51200支持遥感功能，

并满足DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功

耗DDR3和DDR4 VTT总线终端的所有电源要

求。

此外，CD51200还提供一个开漏PGOOD

信号来监测输出稳压，并提供一个EN信号在

S3（挂起至RAM）期间针对DDR应用对VTT

进行放电。
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绝对最大额定值 
REFIN, VIN, VLDOIN, VOSNS电压 -0.3V～3.6V

EN电压 -0.3V～6.5V

PGND to GND电压 -0.3V～0.3V

REFOUT, VO电压 -0.3V～3.6V

PGOOD电压 -0.3V～6.5V

贮存温度范围 -65°C～150°C

推荐工作条件 
VIN电压 2.375V～3.5V 

EN, VLDOIN, VOSNS电压 -0.1V～3.5V

REFIN电压 0.5V～1.8V

PGOOD, VO电压 -0.1V～3.5V

REFOUT电压 -0.1V～1.8V

PGND电压 -0.1V～0.1V

工作结温范围 -40°C～125°C
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引脚框图（俯视） 

 
图1  引脚框图(VSON10) 

引脚功能 
引脚序号 引脚名称 描述 

1 REFIN 基准输入端。 

2 VLDOIN LDO电源输入端。 

3 VO LDO电源输出端。 

4 PGND 功率地。 

5 VOSNS LDO电压检测输入端。连接至输出电容或负载的正极。 

6 REFOUT 
基准输出端。通过0.1μF的陶瓷电容连接至GND。如果DDR端有

REFOUT电容，将REFOUT引脚的总电容值保持在0.47μF以下。 

7 EN 
对于DDR VTT应用，将EN连接到SLP_S3。对于其他应用，可

将EN引脚作为开/关功能。该引脚禁止悬空！ 

8 GND 信号地。 

9 PGOOD 电源良好指示端。 

10 VIN 2.5V或3.3V电源输入端。需连接1μF至4.7μF的陶瓷电容。 
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电特性 
如未特殊说明，TA=25℃，VVIN=3.3V，VVLDOIN=1.8V，VREFIN=0.9V，VVOSNS=0.9V，VEN=VVIN，

COUT=3×10μF。 

符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

供电电流 

IIN VIN静态电流 VEN=3.3V,空载 - 0.5 1 mA 

IIN(SDN) VIN关断电流 
VEN=0V, VREFIN=0V, 空载 - 60 80 

μA 
VEN=0V, VREFIN>0.4V, 空载 - 180 400 

ILDOIN VLDOIN静态电流 VEN=3.3V, 空载 - 1 50 μA 

ILDOIN(SDN) VLDOIN关断电流 VEN=0V, 空载 - 0.1 50 μA 

输入电流 

IREFIN REFIN输入电流 VEN=3.3V - - 1 μA 

VO输出 

VVOSNS VO输出电压 

VREFOUT=1.25V (DDR1), 
IO=0A 

- 1.25 - V 

VREFOUT=0.9V (DDR2), 
IO=0A 

- 0.9 - V 

VREFOUT=0.75V (DDR3), 
IO=0A 

- 0.75 - V 

VREFOUT=0.675V (DDR3L), 
IO=0A 

- 0.675 - V 

VREFOUT=0.6 (DDR4), IO=0A - 0.6 - V 

VVOTOL VO输出电压精度 –2A < IVO < 2A -25 - 25 mV 

IVOSRCL VO源电流限制 VOSNS=90%×VREFOUT 3 - 4.5 A 

IVOSNCL VO灌电流限制 VOSNS=110%×VREFOUT 3.5 - 5.5 A 

IDSCHRG VO放电电流 
VREFIN=0V, VVO=0.3V, 

VEN=0V 
- 21 25 Ω 

电源良好比较器 

VTH(PG) VO PGOOD阈值 

PGOOD 低阈值占 VREFOUT

百分比 
-23.5% -20% -17.5% 

% PGOOD 高阈值占 VREFOUT

百分比 
17.5% 20% 23.5% 

PGOOD迟滞 - 5% - 

tPGSTUPDLY PGOOD启动延迟 
启动上升沿, VOSNS 在

REFOUT的15%以内 
- 2 - ms 

VPGOODLOW PGOOD输出低电平 ISINK=4mA - - 0.4 V 

tPBADDLY PGOOD不良延迟 
VOSNS超出PGOOD窗口

的±20% 
- 10 - μs 
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电特性（续表） 

符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IPGOODLK PGOOD漏电流 
VOSNS=VREFIN (PGOOD高

阻抗), VPGOOD=VVIN+0.2V 
- - 1 μA 

REFIN与REFOUT 

VREFIN REFIN电压范围 - 0.5 - 1.8 V 

VREFINUVLO REFIN欠压阈值 REFIN上升 360 390 420 mV 

VREFINUVHYS REFIN欠压迟滞 - - 30 - mV 

VREFOUT REFOUT输出电压 - - REFIN - V 

VREFOUTTOL 
VREFOUT输出电压精

度 

-1mA < IREFOUT < 1mA, 
VREFIN=1.25V 

-12 - 12 

mV 

-1mA < IREFOUT < 1mA, 
VREFIN=0.9V 

-12 - 12 

-1mA < IREFOUT < 1mA, 
VREFIN=0.75V 

-12 - 12 

-1mA < IREFOUT < 1mA, 
VREFIN=0.675V 

-12 - 12 

-1mA < IREFOUT < 1mA, 
VREFIN=0.6V 

-12 - 12 

IREFOUTSRCL REFOUT源电流限制 VREFOUT=0V 10 36 - mA 

IREFOUTSNCL REFOUT灌电流限制 VREFOUT=0V 10 40 - mA 

欠压保护及使能逻辑阈值 

VVINUVVIN UVLO阈值 
VIN上升 2.2 2.3 2.375 V 

迟滞 - 70 - mV 

VENIH 输入高电平 使能 1.7 - - 

V VENIL 输入低电平 使能 - - 0.3 

VENYST 迟滞电压 使能 - 0.6 - 

IENLEAK 使能漏电流 使能 -1 - 1 μA 

热关断 

TSON 过热保护关断点 - - 150 - ℃ 

TSONHYS 热关断滞回 - - 25 - ℃ 
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内部原理框图 

 

图2  内部原理框图 

应用原理图 

 
图3  应用原理图 
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焊盘尺寸图 

 

图4  焊盘尺寸图(VSON10（3mm×3mm）) 

外形尺寸图 
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标注 最小值 标称值 最大值 单位

A 0.8 - 1.0

mm

A1 0.0 - 0.05

B - 0.25 -

B1 - 0.5 -

b 0.18 - 0.30

c - 0.2 -

D 2.9 - 3.1

D1 1.55 1.65 1.75

E 2.9 - 3.1

E1 2.3 2.4 2.5

e - 0.5 -

e1 - 2 -

L 0.3 - 0.5

c
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图5  外形尺寸图(VSON10（3mm×3mm）) 
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订购信息 

产品编码 封装形式 

CD51200IVN VSON10（3mm×3mm） 
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声明 
  

1、本产品不可用于军事、飞机、汽车、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备

或装置。如需应用于以上特定设备或装置的高可靠性产品，请联系我司销售人员获取相关数据手册及

样品。 

2、本公司的所有产品，任何由于使用不当或在使用过程中超过--即使瞬间超过额定值--（如最大

值、工况范围，或其他参数）而造成损坏，本公司不承担质量责任。 

3、本公司持续不断改进产品质量、可靠性、功能或设计，保留规格书的更改权。 

4、未经本公司授权，不得进行规格书的全部或者部分复制。 

 

 


